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Die Diode / der p-n Ubergang
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Us = 0,6V

Diode sperrt: | ~ OA

Diode leitet: | > OA
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Kennlinien des p-n Ubergangs
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Der MOS-Kondensator

MOS = Metal Oxyd Semiconductor
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Zustande des MOS-
Kondensators
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Verarnmung Imversicn
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Unvs < OV OV < Uws < UmH Unms > Utn
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Ersatzschaltbild
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Aufbau

und Funktionsweise
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Kennlinien des NMOS

Sperrbereich
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Kennlinien

Linearer Bereich

UDS
OV < Ubs < Ugs — UtH

Ucs > UtH

| =B((UGs—UTH)UDs-((UZDS)/Z))
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Sattigungsbereich
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Der Bodyeffekt

Uth = Utho + y*Wurzel(Uss)

*MOS-FET Referat P IS_D JEXT
7.06.2006 = LABOR



Ubersicht

-Grundlagen

-Aufbau und Funktionsweise

-Kennlinien und Formeln

-Der Bodyeffekt

-Unterschiede der einzelnen MOSFET Arten

*MOS-FET Referat P G_D JEXT
7.06.2006 = LABOR



Selbstsperrender PMOS

* Sperrbereich:
wenn Ugs > U

* Linearer Bereich: Uss < U
und OV > Ubs > Uss-Urn

* Sattigungsbereich: Uss <
U+ und Uos < Ues — U

SOURCE
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Selbstleitender NMOS
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* Sperrbereich: Uss < Umi und
Umn <0V

* Leitender Bereich: Uss > U

mmm) | eitend bei Uss = OV

PI_-:.I'__CI-JE T
3 LABOR



Selbstleitender PMOS
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* Sperrbereich: Uss > Um und

U > 0V
_eltender Bereich: Uess <

U

mmm) | eitend beil Uss = OV

PF:"__I:I-JE T
3 LABOR



Quellen
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www.wikipedia.org

Skript GdE 1A
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R. Paul, MOS-Feldeffekttransisotren
Springer-Verlag (Halbleiterelektronik : Bd.21)
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Vielen Dank fur die
Aufmerksamkeit und
viel Gluck bel den
noch zu schaffenden
Sachen
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